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【研究の背景・目的】 

研究代表者が発明・開発してきた走査型非線形

誘電率顕微鏡(SNDM)を研究の核として、原子分

解能 SNDM の更なる分解能の向上・適応範囲の

拡大を図り、絶縁材料の原子種や、吸着原子が発

生するダイポールモーメントの同定等を行う。ま

た静電容量計測で原子分解能が発現する詳細なメ

カニズムを明らかにする。次に SNDM を用いた

強誘電体記録を発展させる。高感度薄膜記録媒体

の開発、回転ディスク型高速記録再生における超

高密度記録の実現、パタードメディアの作製等を

行う。更に SNDM を用いた半導体計測技術を発

展させ、次世代の微細なデバイスに対応できるよ

うにすると共に、従来静電容量計測では不可能と

言われてきた故障解析への適応技術を開発するこ

とを目的とする。 
 

【研究の方法】 

①原子分解能 SNDM の更なる分解能の向上・

適応範囲の拡大を図るため、高次非線形誘電率顕

微鏡法を更に発展させより次数の高い非線形項ま

で検出できる超高分解能非線形誘電率顕微鏡法を

開発する。この成果を応用し幅広い絶縁材料の原

子種の同定等の SNDM ならではの特長を生かし

た計測法の確立を行う。②次に現在まで大きく発

展してきている強誘電体記録を更に発展させる。

このため①で開発した手法を応用する。更に高感

度薄膜記録媒体の開発、回転ディスク型高速記録

再生における超高密度記録を実現する。③最後に、

半導体中の蓄積電荷計測技術においては、①で開

発した技術を元に、より微細なデバイスに対応で

きるようにする。更に従来静電容量計測では不可

能と言われてきた故障解析を可能にする。その上

で Si デバイスに限らず化合物半導体素子等の次

世代の高性能半導体素子の評価法を確立する。 
 

【期待される成果と意義】 

SNDM は本申請者が開発した純国産技術であ

り、得られた成果もその基礎から応用まで独自に

開発された極めて独創的なものである。本研究課

題が遂行されれば世界で初めての原子スケールで

電気双極子モーメント分布の計測ができる顕微鏡

の実用化が予想され、強誘電体超高密度記録にお

いては高速かつ高密度な記録が可能となり、更に

SNDM を用いた半導体デバイスの計測技術の発

展により、超高性能で微細な次世代半導体素子の

開発が可能となると考えられる。 
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図１ 将来展望－SNDM ナノサイエンス＆ 
テクノロジーの創生－ 
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